) GaN
1998-03-18 , 1998-06-09

20 8 Vol 20,Na 8
1999 8 CH N ESE JOURNAL OF SEM ICONDUCTORS Aug , 1999
MOCVD ZnO/AlQs
*
GaN
( 100871)
( 310027)
A O3 Zro, L PMOCVD
ZnO/A 103 GaN. CaN =B
; (SMS) zZn Ga\ ,Zn
1050 zn GaN 8.6x 10 “an?/s
PACC: 7855
1
Ga\ il ,
, (LED)
(LD)
(13
1 GaN ZnO GaN
G 710 AlOs ZnO /A 105
83 728 81 38 , GaN
/(mg- an” 3) 6 10 5 67 . Zno GaN , 1
. ZnO a GaN
0,
y a= 03187 a=a3ue 9% GaN
m c= Q 5188 c= Q 52065 0. 4%. cA O3 , ,
Zro 7
* (69789601) “ 863"
,1973



640

20

,  ZnO/A 103
HV PE

GaN
Zno /A 10

. Detchprohm '
Zno )
MOCVD )
(XRD) (AL)

GaN (zn GaN), B

AlQOs Zn0

Zn0

Zn (99.99%) ,

Zno
GaN

60nm

500nm
L PMOCVD ,

, 1.01x 10'Pa

3. 4sim,
1050 Ga\,

0. 5sim,

GaN ,

’ 0' 501
2 Zm/A O3

GalN
600nim  GaN
, 200nm

440nm, 360nm

370nm

(TM Ga)
4. 8sim,
1h Ga\

Zno /A 103

Zno ,
Ga ,

Zno /A 10
GaN

(SMS)
Zn

99. 99%.

Zno /A 1O
510
10. 3umole/min,
(TM Ga)
1. 1um,

XRD

6= 16.7°

Cc

Zno
Ga\ ,
1.89% 10"™/am?,

. ZnO GaN

: GaN
) 10nm
3 ZnO/A1Os
62nm.
[6,7] 3 Ga\l
Ga\

GaN
GalN . X

GaN
; ZnO /A 103

™ Ga

A 103

GaN (4,
Ga\

400um ,

L P-

, Zn

GalN

0001
Zno

AlO3

5an '°!

NHs, H:

10nm Gal\.
2sim.
10. 3umole/min,

3

Zno /A 103
ZnO  (0002)

, 1

29am’/(V - 9).
. Zno
. Zno
, GaN

GaN
GaN ,



8 : MOCVD ZnO/A D3 Ga\ 641
, GaN /ZnO/A10s  ZnO
1. 00
Zn0O, (0002) 1
P Al,O; 5
Ry (0008) 3
2 o.s0l- 5 0.5
z 2
o L | i ' =10
25. 00 40. 00 60. 00 16.00 17. 50 )
za/(o) 0/(°)
1 Zno/A10s X 2 MOCVD ZmO/AlDQ3
Ga\
Zn  GaN Zn GaN . Jacob 1 Hv PE Zn
GaN PL . Zn 7 Zn
10 ° 440nm 9. 101 Ga\  440mm
, ZnMg Cd P , Zno
Zn Ga\ . 4 L PMOCVD Zn GaN P 3
4 , Zn Ga\ ) 4 , 3
Zn Ga\ , GaN Zn
Zn , 5 SMS Zn Ga\
, Zno Zn Ga\ , 0. 25m.
Zno Zn GaN
1.0 Zn + GaN
W
- o |
3 &
= ®1l
0.—.
0.0 \ \ | | | | 1 i
250 350 150 550 550 300 400 500 600 700 800
i /om k/m
3 MOCVD ZnO/A1Q3 4  MOCVD Zn GaN PL
GaN P
, Zn GaN . Zn GaA s
(1t Zn  GaN
: (1) GaN Zn : (2) Zn




642

20
16000 [ Ga\ ; (3)
14000 : (4) Zn GaN
ol | o
S soooh GaN D. L,SN,FM T
% 6000 | Zn  GaN , GaN
4000 [ , Zn , Zn
! | ,Zn  GaN
=0.4 .2
Gal\ Zn WM 1= L x
5 (SMS)  zncgn’) S*¥M. UM 2=
NCN') Ga/Zno/AlOs Sx Tx FxD. (49 M=N/2
NA. Zn
Zno  GaN 0, Ga\ Zn
Zno. G 0 : NA=F UM 1=
UM 2 D=LZ?/2T. L=0.25um,T=1h, D= 8.6x 10 “an?/s D
,Zn GalN ,
GaN Zn ,
(1) . GaN Zn 510 1050
, 510 émin, 1050 1h,
(2) : (3) , : (3) D
) . 4 Zn , Zn
. (4) ;. Zn
D D
.Zn  GaN D GaA s
(o, GaN , Ga\ [0001] ,
,Zn , D . Zn  GaN
4
ZnO /A 103 Ga\ , Zno Zn Ga :
SM'S 1050 Zn  GaN 8.6

x 10 “an?/s

[1] NakamuraS ,MukaiT.,SenohM. , Appl Phys Lett , 1994, 64: 1687.

[2]
[3]

, 1995,3(1):1 11
, 1995,3(4): 333 341



